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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  画素エリアの一部に画素電極で覆われていな
い領域のある液晶表示装置で、蓄積容量の異なる画素を
設けた場合、蓄積容量部の面積変化が液晶層にかかる電
界を乱してしまい、表示特性が損なわれたり、画素ごと
に表示特性が異なるという課題が生じていた。
【解決手段】  蓄積容量を構成する複数の導電層のう
ち、少なくとも一方に開口部を設け、蓄積容量の外縁を
画素によらず同一形状となる構成とする。これにより、
蓄積容量の値を画素によって変化させても、開口率を一
定とし、表示部分の電界を等しく保つことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  画素領域毎に蓄積容量をし、
前記蓄積容量を構成する複数の電極のうち少なくとも一
つに開口部を設けることにより前記蓄積容量の値を異な
らせた画素を有することを特徴とするアクティブマトリ
クス型液晶表示装置。
【請求項２】  前記蓄積容量の外形が画素によらず同一
であることを特徴とする請求項1記載のアクティブマト
リクス型液晶表示装置。
【請求項３】  画素領域毎に蓄積容量を有し、
前記蓄積容量を構成する複数の電極のうち少なくとも一
つに開口部を設けることにより前記蓄積容量の値を異な
らせた画素を有することを特徴とする横電界型のアクテ
ィブマトリクス型液晶表示装置。
【請求項４】  前記蓄積容量の外形が画素によらず同一
であることを特徴とする請求項３記載のアクティブマト
リクス型液晶表示装置。
【請求項５】  画素領域毎に第1の導電層と第２の導電
層より形成される蓄積容量を有し、前記第１の導電層が
前記第２の導電層の内側に入り組んだ構造を持つ横電界
型のアクティブマトリクス型液晶表示装置であって、
前記第１の導電層は前記蓄積容量部に開口部を有し、前
記開口部の面積により前記蓄積容量の値を異ならせた画
素を有するアクティブマトリクス型液晶表示装置。
【請求項６】  画素領域毎に第1の導電層と第2の導電層
より形成される蓄積容量を有し、前記第２の導電層は前
記第１の導電層の内側に入り組んだ構造を持つ横電界型
のアクティブマトリクス型液晶表示装置であって、
前記第１の導電層は前記蓄積容量部に開口部を有し、前
記開口部の面積により前記蓄積容量の値を異ならせた画
素を有するアクティブマトリクス型液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明はアクティブマトリク
ス型の液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示装置の大型化や高解像度化の進
展に伴って、表示むらが問題となっている。これは、走
査線の時定数により生ずる走査電圧波形の歪に起因する
ものである。即ち、走査配線の給電端では走査電圧パル
スにはほとんどなまりがないが、給電端から離れるにし
たがい、走査電圧パルスの波形がなまる。この結果、走
査パルスの立下り時に各画素に印加されるフィードスル
ー電圧に差が生じ、この差が液晶印加電圧のＤＣ成分と
して残るため、フリッカとして見えるものである。ま
た、このＤＣ電圧成分は表示の焼付き現象やシミなどの
課題も発生させている。
【０００３】このフィードスルー電圧を画面内で均一化
し、上記の課題を解決する技術が特開平１０－３９３２
１１０号公報に開示されている。図１２と図１３は、そ
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の構成を示すものである。図１２は液晶表示装置の平面
図であり、２１１は液晶パネル、２１２は走査側の駆動
回路、２１３は映像信号側の駆動回路である。図１３
（ａ）～（ｃ）は、図１２のＡ，Ｂ，Ｃの各部における
画素部の拡大図である。層間絶縁膜の下に設けた補助容
量線２０４と画素電極２０３との間の重なり部の面積
を、Ｂ部に比べて、Ａ部で大きく、Ｃ部で小さくなるよ
うにしている。この結果、走査配線の給電端から離れる
にしたがって、上記の重なり部で形成される蓄積容量が
小さくなり、走査電圧波形のなまりに伴うフィードスル
ー電圧の差をなくすことができるとしている。また、補
助容量線２０４を透明電極で形成することにより、Ａ
部、Ｂ部、Ｃ部で光が透過する面積を等しくできるとし
ている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、補助容
量線は抵抗値が高いと信号の遅延を引き起こすことか
ら、一般的に抵抗値の低い金属膜を使用する。このとき
金属膜が不透明体であることから、このような構成とす
ると共通電極の面積の差が画素毎に開口率の差となって
しまう。図１４に示したように開口率の差を遮光膜２０
５によってなくそうとすると、基板の張り合わせマージ
ンを考慮しなければならず、開口率が大きく低下する。
【０００５】また、上記のような構成を横電界型（たと
えば、ＩＰＳ型：イン・プレインスイッチング型）な
ど、画素エリアの一部に画素電極で覆われていない領域
のある液晶表示装置に適用した場合、蓄積容量部の面積
変化が液晶層にかかる電界を乱してしまい、表示特性が
損なわれたり、画素ごとに表示特性が異なるという課題
が生じる。
【０００６】
【課題を解決するための手段】上記問題を解決するため
に、本発明のアクティブマトリクス型液晶表示装置は、
蓄積容量を構成する複数の電極のうち、少なくとも一方
の電極に開口部を設けた構造を持つものである。
【０００７】この構造によって、画素毎に蓄積容量の開
口部の面積を変えることで、画素開口率を一定に保った
まま蓄積容量値を変化させることができる。
【０００８】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て、図を参照しながら説明する。
【０００９】（実施の形態１）図１は本発明の第1の実
施形態における液晶表示装置の構成を示す平面図であ
る。
【００１０】図１において、１は走査配線、２は映像信
号配線であり、その交点にスイッチング素子として薄膜
トランジスタ（ＴＦＴ：Thin Film Transistor）５が形
成されている。５０はＴＦＴのチャネルを形成するため
の半導体層であり、ゲート電極は走査配線に、ソース配
線は映像信号配線に、ドレイン電極は透明導電体よりな
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る画素電極３にそれぞれ接続されている。
【００１１】図２は図１を直線Ａ－Ａ’で切った断面図
である。アレイ基板１００上に対向電極８が形成され、
絶縁膜１０３を堆積した後、画素電極３が形成されてい
る。一方、対向基板１０１上には、透明導電体よりなる
共通電極４を形成し、画素電極との電位差により生じる
電界を液晶層１０２に印加することで、液晶分子の配向
を制御し表示を行っている。液晶表示装置には、このほ
か液晶を配向させる配向膜や基板間のギャップを保つス
ペーサ、さらにはカラーフィルタや遮光膜などが必要で
あるが、図示していない。
【００１２】この構造において、画素電極と対向電極の
重なり部が蓄積容量７であり、液晶層に印加された電位
を保持することで、ＴＦＴのオフリーク電流による画素
電圧の変動に対する補償を行っている。本発明の液晶表
示装置は、蓄積容量を形成する対向電極部に開口部６を
設け、その面積を画素毎に変えることで蓄積容量値を変
化させている。具体的には、走査信号の給電側から終端
側へ向けて、開口部の面積を広げ、蓄積容量の値を徐々
に小さくすればよい。
【００１３】対向電極を不透明導電体より形成する場合
には開口部６より光が透過するので、その面積により画
素開口率が変化する。画素開口率を一定とするためには
遮光膜が必要となるが、本実施例の構成によると蓄積容
量の開口部のみを遮蔽すればよいことになるので、従来
例に比べ開口率が大きく低下することはない。また、対
向電極が不透明導電体の時には、画素電極に開口部を設
け、開口部の面積を変えることにより蓄積容量値を変化
させることができる。このときには、蓄積容量部からは
光が透過しないので遮光膜を用いる必要がなくなるメリ
ットがある。
【００１４】このとき、対向電極の外形が同一であれ
ば、蓄積容量値を画素毎に変化させても開口率を一定と
することができる。ここで、プロセスによる変形やサイ
ズの変化による形状の相違は、同一形状の範疇とする。
【００１５】（実施の形態２）図３，４は本発明の第２
の実施形態における横電界方式の液晶表示装置の構成を
示す平面図である。図３において画素電極３にハッチン
グを施していないが、この電極は映像信号配線２と同じ
導電層で形成されている。
【００１６】図３，４において、１は走査配線、２は映
像信号配線であり、その交点にはスイッチング素子とし
て薄膜トランジスタ５が形成されている。５０はＴＦＴ
のチャネルを形成するための半導体層であり、ゲート電
極は走査配線１に、ソース電極は映像信号配線２、ドレ
イン電極は画素電極３にそれぞれ接続されている。画素
電極３と共通電極４はともに櫛形形状をしており、これ
らの間にある液晶分子の配向を両電極間の電界により制
御し、表示を行っている。
【００１７】共通電極４は共通電極のバスバー４０によ
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り、相互の導通が取られるようになっている。このバス
バー上に画素電極の一部がオーバーラップされ、画素電
極を形成する第1の導電層と共通電極を形成する第2の導
電層の間に層間絶縁膜を挟み込んで、蓄積容量７を形成
している。つまり、バスバー４０は蓄積容量７に対する
対向電極として機能している。
【００１８】オーバーラップ部の面積、すなわち蓄積容
量７の容量値は、蓄積容量を形成する画素電極部（図
３）もしくはバスバー（図４）のどちらかに開口部６を
設け、その開口面積を給電側から終端に向かって大きく
することで徐々に小さくなっている。
【００１９】本実施形態においてはオーバーラップ部に
おいて、蓄積容量を形成する2つの導電層の内、画素電
極３が共通電極のバスバー４０の内側になるようにパタ
ーニングされている。このため、蓄積容量を構成する複
数の電極の外縁が画素によらず同一形状であり、開口率
が画素によらず一定である。また、この外縁は画素によ
らず同一の電極で構成されているので、蓄積容量近傍１
１０，１１１の液晶層に印加される電界も画素によらず
一定である。従って、表示ムラのない均一な表示を行う
ことができる。
【００２０】これを図１１で説明する。この構成では、
共通電極のバスバー４０上に形成される画素電極３の幅
を画素毎に変えることで蓄積容量値を変化させている。
給電側では画素電極がバスバーの外側にはみ出している
が、終端側ではバスバーの内側で形成されている。この
ため、このような構成では、画素により開口率が異なる
ことになる。
【００２１】画素電極を透明導電体で形成したり、開口
面積の差が生じないようにブラックマトリクス等の遮光
膜で遮光することによって、開口率を一定とすることは
できるが、以下に示す課題が残る。すなわち、図におい
て斜線で示した蓄積容量近傍の液晶層１１０，１１１に
は、給電側では画素電極が、終端側では共通電極のバス
バーが蓄積容量の側からそれぞれ接している。通常画素
電極とバスバーの電位は異なっているため、これらの液
晶層に印加される電界も異なる。これにより、給電側と
終端側で液晶の配向が異なって表示輝度に差が生じ、表
示ムラとなって見える。遮光膜を用いてこの表示ムラを
解消すると、遮光膜が対向基板上に形成されることか
ら、基板の張り合わせマージンにより開口率が大幅に低
下することになる。
【００２２】一方、本発明による図３の構成では、蓄積
容量近傍の液晶層１１０，１１１が蓄積容量７の側から
接している電極は、給電側でも終端側でも必ず共通電極
のバスバー４０である。このため、蓄積容量の面積（蓄
積容量値）を画素毎に変えても、表示に関わる部分の電
界は等しく保たれている。また、遮光膜を用いなくとも
画素の開口面積は等しい。
【００２３】本実施形態では、走査配線上に蓄積容量が
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5
ないので走査配線の時定数を低くでき、走査信号のなま
りによる画素の再充電を押さえられることによって、良
好な表示を得ることができる。
【００２４】図３では、共通電極のバスバー４０上に開
口部６を設けているが、画素電極に十分な幅がなく、プ
ロセス上開口部を設けることが困難であるときに有効で
ある。また、図４に示すように画素電極３に開口部を設
けることでバスバーの抵抗値を下げることができるの
で、時定数を下げることができ高精細化に向いている。
【００２５】（実施の形態３）図５，６は本発明の第３
の実施形態における横電界方式の液晶表示装置の構成を
示す平面図である。図５において画素電極３にハッチン
グを施していないが、この電極は映像信号配線２と同じ
導電層から形成されている。
【００２６】第２の実施形態では共通電極のバスバー４
０上の一部に画素電極３を形成することで蓄積容量７を
構成しているが、本実施形態では画素電極が共通電極の
バスバーを完全に覆う形で形成し、蓄積容量を構成して
いる。また、図５では共通電極３に、図６では画素電極
４に開口部６を設け、給電側から終端側へ向けてその面
積を大きくすることで蓄積容量値を変化させている。
【００２７】本実施形態によれば、蓄積容量近傍の液晶
層１１０，１１１に蓄積容量７の側から接している電極
は、給電側も終端側も画素電極３である。このため第1
の実施形態で説明したのと同様の効果を得ることができ
る。すなわち、蓄積容量７の面積を画素毎に変えなが
ら、表示に関わる部分（画素電極３と共通電極４の間隙
部）の電界は等しく保たれている。
【００２８】本実施形態の他の特徴を以下に示す。
【００２９】第1に、走査配線上に蓄積容量を形成して
いないので走査配線の時定数を低くできる点と、第1の
実施形態と同じ蓄積容量値を設計したときにバスバーの
幅を狭くできることから、画素の開口部を広く取ること
ができるなど高精細化に適している。
【００３０】第2に、歩留まりが向上することである。
蓄積容量を形成するためには、画素電極３を共通電極の
バスバー４０上に堆積する必要がある。図３，４の構成
では、バスバーの段差部位に画素電極の櫛形部分が乗り
あがるため、この段差で断線が生じ画素欠陥が発生する
場合がある。本実施形態の構成では、画素電極は蓄積容
量部の全幅を使って段差部に乗りあがっている。このた
め、断切れが生じにくく歩留まりが向上する。
【００３１】第3に、蓄積容量部では液晶層に近い側に
ある画素電極が、下層にあるバスバーを完全に覆ってお
り、バスバーの電界が液晶層に漏れるのを完全に防いで
いる。これにより、さらに均一な表示を行うことができ
る。
【００３２】また、図５では共通電極のバスバーに設け
た開口部６を画素電極に設ける（図６）ことで、バスバ
ーの抵抗値が下がり、時定数を低くすることができるこ
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とから、高精細化に向いている。
【００３３】（実施の形態４）図７，８は本発明の第４
の実施形態における液晶表示装置の構成を示す平面図で
ある。図７において画素電極3はハッチングを施してい
ないが、この電極は映像信号配線２と同じ導電層より形
成されている。
【００３４】第２および第３の実施形態では蓄積容量７
を共通電極のバスバー４０と画素電極３によって構成し
ているが、本実施形態では層間絶縁膜を介して形成して
いる走査配線１と画素電極３によって構成し、走査配線
（図７）もしくは画素電極（図８）に開口部６を設け、
その面積を画素毎に変化させることで、蓄積容量値を変
えている。また、画素電極は完全に走査配線上に乗り上
げた形で形成する。
【００３５】本実施形態によれば、蓄積容量近傍の液晶
層１１０，１１１に蓄積容量の側から接している導電層
は給電側でも終端側でも必ず走査配線である。従って本
実施形態の構成でも、蓄積容量の面積を変化させても表
示に関わる部分の電界は等しく保たれており、良好な表
示を行うことができる。加えて、共通電極のバスバー４
０は蓄積容量を形成する導電層として使用されていない
ので、バスバーの幅を細くすることができ、画素の開口
面積を上げることができる。
【００３６】図７では走査配線に開口部を設けている
が、この構成は画素電極に十分な幅がなく、プロセス上
開口部を設けることができないときに有効である。ま
た、図８の様に画素電極部に開口部を設けることで、走
査配線の抵抗値が下がり、配線の時定数を小さくするこ
とができることから、高精細化に向いている。
【００３７】（実施の形態５）図９，１０は本発明の第
５の実施形態における液晶表示装置の構成を示す平面図
である。図９において画素電極３はハッチングを施して
いないが、この電極は映像信号配線2と同じ導電層より
形成されている。
【００３８】第４の実施形態と同様に蓄積容量７を走査
配線１と画素電極３とで形成しているが、本実施形態で
は画素電極が完全に走査配線を覆う形で形成されてい
る。また、走査配線（図９）もしくは画素電極（図１
０）の蓄積容量部には開口部６を設けており、その面積
を給電側から終端側へと変化させることによって蓄積容
量値を徐々に小さくしている。
【００３９】本実施形態によって、蓄積容量近傍の液晶
層１１０，１１１に接している導電層は、蓄積容量の面
積を変化させても必ず画素電極となり、表示に関わる部
分の電界は等しく保たれ良好な表示を行うことができ
る。
【００４０】また本実施形態によれば、蓄積容量部にお
いて画素電極が走査配線を完全に覆うように形成されて
いることから、走査信号による電界を画素電極で遮蔽で
きるので蓄積容量近傍の液晶層１１０，１１１に走査信
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号による電界が漏れ込むことを完全に防ぐことができ、
良好な表示が可能である。
【００４１】さらに、走査配線の段差によって画素電極
の櫛形部に断切れが生じることがなくなるので、画素欠
陥の発生が押さえられ歩留まりが向上する。
【００４２】図１０に示したように開口部を画素電極に
設けることで、走査配線の抵抗値が下がり時定数を低く
することができるので、高精細化に向いている。
【００４３】
【発明の効果】以上説明したとおり本発明による液晶表
示装置によれば、蓄積容量値を画素毎に変化させなが
ら、一定の開口率を持たせることができる。また、横電
界方式の液晶表示装置に用いることで、画素開口率を一
定に保ったまま蓄積容量値を変えることができるほか
に、表示部分の液晶層に印加される電界を等しく保つこ
とができる。そのため、表示特性が損なわれたり、不均
一になることがない。また、コントラスト向上等のため
に遮光膜を用いる場合にも、従来構成に比べて幅の狭い
遮光膜を使用できるので、開口率を大幅に低下すること
もない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第1の実施形態を示す平面図
【図２】図1をＡ－Ａ’で切った断面図
【図３】本発明の第2の実施形態を示す平面図
【図４】本発明の第2の実施形態を示す平面図
【図５】本発明の第3の実施形態を示す平面図
【図６】本発明の第3の実施形態を示す平面図
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【図７】本発明の第4の実施形態を示す平面図
【図８】本発明の第4の実施形態を示す平面図
【図９】本発明の第５の実施形態を示す平面図
【図１０】本発明の第５の実施形態を示す平面図
【図１１】比較に用いた液晶表示装置の平面図
【図１２】従来例の液晶表示装置を示す平面図
【図１３】従来例の液晶表示装置の画素構造を示す平面
図
【図１４】従来例の液晶表示装置を示す平面図
【符号の説明】
１  走査配線
２  映像信号配線
３  画素電極
４  共通電極
５  薄膜トランジスタ
６，６０，６１  開口部
７  蓄積容量
８  対向電極
１１０  液晶層
１１１  対向電極
４０  共通電極のバスバー
５０  半導体層
１００，１０１  アレイ基板，対向基板
１０２  液晶層
１０３  絶縁膜
１１０，１１１  蓄積容量近傍部

【図１】
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【図２】

【図３】

【図１２】
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【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】
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【図１３】

【図１４】
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